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(57) Abstract: The invention relates to conductive integrated ciiruits disposed above a semiconductor substrate and a diode formed 
between two electrodes. In order to obtain a very small-sized diode, the following steps are carried out: creation of the electrodes 
(ELn, GRST), thermal oxidation of the electrodes then the substrate between the electrodes is bared, followed by the operations 
enumerated below: a) deposition of doped polycrystalline silicon in order to form a pole (42) of the diode, wherein the substrate 
forms the other pole; b) definition of a desired silicon pattern (14) covering the space left between the electrodes and also covering a 
region located outside said space; c) deposition of an insulating layer (18), local etching of an opining in said insulating layer above 
the polycrystalline silicon outside the space located between the electrodes, in order to form a displaced contact area, deposition of 
a metal coating and etching of the metal coating. The main application of the invention is the reading diode for a CCD-type reading 
register 



(Suite sur la page suivante/ 



wo 2005/096388 Al lillliiililliiliiliiliiiiiinilMI 



TN, m TT, IX UA, Ua us, UZ, VC VN, YU, ZA, ZM, 
ZW. 

(84) Elats deslgncs (satif indication comraire, pour tout titre 
dc protection regionale disponible) : ARITO (BW, GH, 
GM. KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG. ZM, 
ZW ), eurasicn (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, ™ ), 
europeen (AT, BE, BG, CH, CY CZ, DE, DK, EE, ES, R, 
FR. GB, GR, HU, IE, IS, IT, IX LU, MC, NL, PL, PT, RO, 



SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, 
(jQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 

Publice : 

— avec rapport de rechen:he intemationale 

En cc qui conceme les codes a deux lettres et autres abrevia- 
tions, se referer aux "Notes explicatives relatives aiLX codes et 
abreviations" figurant au debut de chaque numero ordinaire de 
la Gazette du PCT. 



(57) Abrege : Linvendon conceme les circuits iniegres comportam k la fois des elccirodes conducirices ddposees au-dessus d un 
substral semiconducieur et une diode formde enire deux dleclrodes. Pour aboutir § une diode de tr^s pelile dimension, on procede de 
la maniere suivante : r^isaiion des electrodes (ELn, GRST), puis oxydalion themnique des Electrodes puis mise h nu de la surface 
du subsu^i enu-e les 61eclitxles, puis les operations suivantes : a) d6p6t de silicium polycrisiallin dope pour former un pole (42) de la 
diode, le subsirat fomiant I'auire pole, b) delimitation d'un motif dc silicium (14) ddsire, recouvrani Tespace laiss6 entre les elecuxxles 
et recouvrant egalement une region situEe hors dc cei espace ; c) ddpot d une couche isolante (18), gravure locale d une ouverture 
dans ceite couche isolante au-dessus du silicium polycrisiallin hors de I'espace siiue enlrc les electrodes, pour former une zone de 
contact deportde, depot d une couche meialliquc el gravure de la couche m^lallique. L'applicaiion principalc envisagdc est la diode 
de lecture d un regiso*e de lecture de lype CCD. 



